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Série N°5

Transistor 3 Effet Champ (TEC)

Exercice 1. :
1 UnT.E.C a jonction est tel que Inss=12mA et ,,,,=12000uS. Calculer Vo
2 Un T.E.C a jonction est tel que g,,,=6000 puS, Vggo7=-4V. calculer gm a -1V et a -3V.
3 Lorsque VGS varie de -3.1V a -3V, le courant de drain d’un transistor a effet de champ varie
de 2 4 2,3 mA. Déterminer la transconductance dans cette région.
Exercice 2 :
On considere le circuit ¢lectrique decrit par la Fig.1.
1. Determiner I’expression de la resistance Rg en fonction de la tension V.
2. Ce transistor a une tension de grille de repos Vgg=Vgsor/4- Quelle erreur fait on en admettant
que I’on a dans ce cas Ipmlpgs/2 ?. Déduire 1’expression de la resistance RS ?

3. Ondonne : Vgg,7=4V ; Ipss—10mA.

Déterminer, en plus de Rg, la valeur de R, pour que la difference de potentiel a ses bornes soit de
10V.

Que vaut alors Vg si Vpp=21V

La polarisation automatique d’un transistor a effet de champ a jonction (Fig. 2), doit assurer Vpg
=25V et I;=1,5mA avec une tension d’alimentation V=50V et V;s=-1V.

Déterminer les résistances Ry, et Rg.
Exercice 4 :

Dans le circuit (Fig. 3), le T.E.C est tel que g,,,c=8000uS. Déterminer la valeur approchée de Rg

Vie = Vgsoff
donnant une polarisation a &S 4

Soit I,=8mA, déterminer Vgg pour la valeur de Rg trouvée ci-dessus et calculer la valeur

correspondant de V.
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Solution de la Série N°5
Transistor a effet champ (TEC)

+ Voo=50V

Solu Ex 1:
1. Un T.E.C a jonction est tel que Ipig=12mA et _3 gm0=12000uS. Calculer
VGSoff _ZIDSS _ _2.12.10 _

-2V

e T 12107

2. Un T.E.C a jonction est tel que gm0=6000 uS, Vgs,=-4V. calculer gm a -1V et a -3V. Quelle

est la valeur de Ipgg ?
Vis
Im = 9Gmo |1 —

Vesoff
Ves==1; Gmo=6.107 (1 —ﬂ> = 4500uS
(-4
3 i3 (=3 _
Ves =—=3; Gmo=6.10 (1 —@> = 1500uS

3. Lorsque Vg varie de -3.1V a -3V, le courant de drain d’un transistor a effet de champ varie de
2 22,3 mA. Déterminer la transconductance dans cette région.

_ AL, 23-2

Bm = v T 3= (31)  SO00KS

Sol ex 2:



1. Comme Ig =0 alors Vgs = -Rs Ins

v
Rg=- _GS
IDS

Cette technique de polarisation est appelée ” polarisation automatique " :
on a une tension Vgs # 0 malgré que la tension Vg =0

2. On sait que : Ipg = Ipgs (1-—2— )2,

GSoff

\%

GSoff
Pour Vgs= ———

1
il vient : IDS = IDSS (1 - E )2,

9

Ips = E . Ipss .
9 8 1
Donc Alps=| — —— | Ipss = — Ipss .
DS (16 16) DSS 16 DSS
_ 1 I
Al a7 DSS
D’ou I’erreur DS:lg =—1— soit 11%
e _IDSS
16
Al =11%
DS
V
Donc pour  Ips= IDTSS ona Vgg & —00
Dot Rs= — sz . VGSoﬂ'
T
2
R :_l VGSorr

S22 1

DSS




3. Ona:VGS(,H=-4V. CtIDSS= 10mA.

1V 1 -4
¢ Ry=-— —=——_——_=200Q.
2 Loes 2 10.10
RS =200Q
e CalculdeRp:
\Y
Vro=Rp . Ipg = RD =22
Ins
10
AN.:Rp= 10 =2kQ)
—.10°
2
Rp =2 kQ.
s Calcul de Vg :
La loi des mailles nous permet d’écrire :
Vop = (Rp + Rg) Ips + Vps .
D’ou Vps = Vpp - (Rp + Rg) Ins
A.N. :
Vps=[21-(2+0,2).5]V
VDS =10V
Sol Ex 3 :
_ _ _ Vs 1 _
_RSID—VGS—-IV: Ry = S T5100 667Q

_ Vpp —Vps+Ves

R = 16000Q

Comme Vp=Rply+Vps-Vgs on en déduit Ip

Sol ex4 :
Comme IG#0, la d.d.p. aux bornes de la resistance de grille de 10MQ est nulle,
donc Vg=-Rgl

2 2
An_ — (1 _ Vs ) — <1 _ Vesoff ) — (1 _ 1)2 — (E)Z
de plus /pss Visors Vesorf 4 4

9 9.8.1073
donc [P = 15 Ipss = —g — = 4.5mA
Re — —Vse _ —Vsors _ —Vscorf 6 _ 4 Vscorf
Ona S Ip 4lp 4 9.Ipss 9  Ipss
3
—2 Ipss 8 8.10
. Ymo = 5 —— Rs = =—=111Q
Mais g " Vseorr  d’out©  99mo 9.8
On en deduit :
9
Vos = —Rslp = —111.E.8. 1073 = —0.5V

=Vpp-(Rs+Rp)Ip=24-(4700+111).4.5.10°=2.35V. Vos
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